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(57) Abstract: The invention relates to 

a method for producing a layer structure 
comprising a strained layer on a substrate. 
The inventive method comprises the steps of 
producing a defect area in a layer adjoining 
the layer to be strained, and relaxing at least 
one layer adjoining the layer to be strained. 
The defect area is especially produced 
in the substrate. Additional layers can 
be epitactically grown. Layer structures 
so produced are especially suitable for 
producing various types of components. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 

betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 

Schicht auf einem Substrat mit den Schritten- Erzeueunc eine* rvfewi, • u , Schlchtstruktur umfassend eine verspannte 
benachbarten Schicht, Relaxation mindestens einer zu dw versoannenden JrV “ def ZU vers P an nenden Schicht 

tnsbesondere im Substrat erzeugt. Es konnen epitaktisch weiterw^ch- hf benachbarten Schicht. Der Defektbereich wird 

sind vorteilhaft geeignet fiir verschiedenartigste Bauelemente. ' angeordnet werden. Derartig gebildete Schichtstrukturen 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 




